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態を持った錯体を合成することに成功した。縮環フタロシアニンを用いた積層型錯体は 5 層・3 層積層
型錯体について合成に成功しており、放射光を用いて結晶構造解析を行うことができた。 
第 3 章では、合成した縮環フタロシアニン積層型錯体の単分子磁石特性を述べた。 
縮環フタロシアニンを用いる分子設計により、TbIII–縮環フタロシアニン積層型 4 核錯体[Tb4]を合成し
その磁気特性を明らかにした。分子内の TbIIIイオンには 2 種類の磁気双極子相互作用があり、(Tb1–Tb2, 
Tb1’–Tb2’)、4 つのテルビウムイオンは強磁性的に相互作用していた。縮環フタロシアニン部分の磁気
双極子相互作用は Triple-decker の部分と比べて非常に弱いため、基本的には磁気特性は Triple-decker 型
錯体と似ている。またこの結果は、TbIII–フタロシアニン系単分子磁石において、磁気双極子相互作用が
単分子磁石挙動を大きく変化させるためには、1.2 nm よりも近い TbIIIイオンの空間的配置が重要である
ことを示唆している。また、適切に合成経路を設計することで double-decker 型錯体を連結した錯体[Tb2]
(NO. 3) 
を合成した。本錯体はビラジカル種であり、分子内には f–f, f–π, π–π 相互作用が存在する。交流磁化率測
定では、単分子磁石に特徴的な磁化率の周波数依存性が観測され、単分子磁石特性は ΔE = 588 cm–1, τ0 = 
3.1 × 10–12 s と見積もられた。磁化の磁場依存測定(M–H プロット)では、1.8 K において 0 T 付近でもヒ
ステリシスループが閉じていないことから、基底状態でのトンネリングによる磁化緩和が抑制されてい
ることが示唆された。このヒステリシスループは 20 K においても保持されていることが明らかとなっ
た。これは単分子磁石の中でも最も高い温度である。同じ 2 核錯体である Tb2(obPc)3は、ΔE = 230 cm–1, 
τ0 = 1.1 × 10–10 s の単分子磁石であり、1.8 K においても磁気ヒステリシスを示さない。よって、この二
つを比べると[Tb2]の方がよい単分子磁石であるということが示唆された。 
第 4 章では、合成した単分子磁石を用いて溶液中での NMR 測定について詳細な解析を行った。 














第 5 章では、合成した単分子磁石を用いて micro-SQUID 測定から得られた磁気特性を報告した。 
micro-SQUID による磁化測定は、5 K から 30 mK までの極低温で行うことができるため、単分子磁石
の量子的な本質を観測することができる。TbIII–, DyIII–縮環フタロシアニン錯体の一連の micro-SQUID
測定からは、縮環フタロシアニン部位の磁気双極子相互作用は弱いものの、低温における単分子磁石特
性には影響を及ぼすことが明らかになった。また、[Tb2]の分子内には、f–f 相互作用のほかに f–π 相互









第 6 章では、本論文の総括を述べた。 
単分子磁石はその名の通り、単一分子でスピンの方向を固定でき、磁石のように振る舞う物質である。



































































示している。したがって，守田 峻海 提出の博士論文は，博士（理学）の学位論文として合格と認める。 
